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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月9日(2012.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーティングの微細構造がＭｇ２Ｓｉ粒子を含有し、コーティングの表面領域に少量の
Ｍｇ２Ｓｉ粒子しか存在しないかまたは少なくとも実質的にＭｇ２Ｓｉ粒子がコーティン
グの表面領域に存在しないように該Ｍｇ２Ｓｉ粒子が分布しているスチールストリップ上
のＡｌ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｍｇ合金のコーティングを備える、Ａｌ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｍｇ合金被
覆スチールストリップ。
【請求項２】
　該コーティングの表面領域における該少量のＭｇ２Ｓｉ粒子がＭｇ２Ｓｉ粒子の１０ｗ
ｔ．％以下である、請求項１に記載の合金被覆スチールストリップ。
【請求項３】
　該Ａｌ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｍｇ合金が下記重量％範囲のアルミニウム元素、亜鉛元素、ケイ
素元素、およびマグネシウム元素：
　　　アルミニウム：　　　　４０～６０％
　　　亜鉛：　　　　　　　　４０～６０％
　　　ケイ素：　　　　　　　０．３～３％
　　　マグネシウム：　　　０．３～１０％
を含有する、請求項１または請求項２に記載の合金被覆スチールストリップ。
【請求項４】
　該表面領域の厚さが該コーティングの総厚の少なくとも５％である、従前請求項のいず
れか一項に記載の合金被覆スチールストリップ。
【請求項５】
　該表面領域の厚さが該コーティングの総厚の３０％未満である、従前請求項のいずれか
一項に記載の合金被覆スチールストリップ。
【請求項６】
　該Ｍｇ２Ｓｉ粒子の少なくとも大部分が該コーティングの中央領域に存在する、従前請
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求項のいずれか一項に記載の合金被覆スチールストリップ。
【請求項７】
　コーティングの中央領域中のＭｇ２Ｓｉ粒子の該大部分が該Ｍｇ２Ｓｉ粒子の少なくと
も８０ｗｔ．％である、請求項６に記載の合金被覆スチールストリップ。
【請求項８】
　該コーティング厚が３０μｍ未満である、従前請求項のいずれか一項に記載の合金被覆
スチールストリップ。
【請求項９】
　該コーティング厚が７μｍよりも厚い、従前請求項のいずれか一項に記載の合金被覆ス
チールストリップ。
【請求項１０】
　該コーティングの微細構造が少量のＭｇ２Ｓｉ粒子しか有さないかまたは少なくとも実
質的にＭｇ２Ｓｉ粒子を含まないスチールストリップに隣接する領域を備え、それによっ
てコーティングの微細構造中のＭｇ２Ｓｉ粒子が少なくとも実質的に該コーティングの中
央領域またはコア領域に閉じ込められている、従前請求項のいずれか一項に記載の合金被
覆スチールストリップ。
【請求項１１】
　該コーティングがＳｒを２５０ｐｐｍよりも多く含み、Ｓｒ添加がコーティング中のＭ
ｇ２Ｓｉ粒子の上記分布の形成を促進する、従前請求項のいずれか一項に記載の合金被覆
スチールストリップ。
【請求項１２】
　該コーティングがＳｒを５００ｐｐｍよりも多く含む、請求項１１に記載の合金被覆ス
チールストリップ。
【請求項１３】
　該コーティングがＳｒを１０００ｐｐｍよりも多く含む、請求項１１に記載の合金被覆
スチールストリップ。
【請求項１４】
　該コーティングがＳｒを３０００ｐｐｍ未満含む、従前請求項のいずれか一項に記載の
合金被覆スチールストリップ。
【請求項１５】
　コーティングの厚さの変化が微小である、従前請求項のいずれか一項に記載の合金被覆
スチールストリップ。
【請求項１６】
　Ａｌ、Ｚｎ、Ｓｉ、Ｍｇおよび２５０ｐｐｍよりも多くのＳｒおよび任意に別の元素を
含む溶融めっき浴にスチールストリップを通し、Ｍｇ２Ｓｉ粒子をコーティング微細構造
中に有する合金コーティングを、コーティングの表面領域に少量のＭｇ２Ｓｉ粒子しか存
在しないかまたは実質的にＭｇ２Ｓｉ粒子がコーティングの表面領域に存在しないＭｇ２

Ｓｉ粒子の分布で該ストリップ上に生成することを特徴とする、スチールストリップ上に
耐食性Ａｌ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｍｇ合金のコーティングを生成するための溶融めっき方法。
【請求項１７】
　該コーティングがＳｒを５００ｐｐｍよりも多く含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　該コーティングがＳｒを１０００ｐｐｍよりも多く含む、請求項１６または請求項１７
に記載の方法。
【請求項１９】
　該溶融浴がＳｒを３０００ｐｐｍ未満含む、請求項１６～１８のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項２０】
　Ａｌ、Ｚｎ、Ｓｉ、およびＭｇおよび任意に別の元素を含む溶融めっき浴にスチールス
トリップを通し、該ストリップ上に合金コーティングを生成し、該めっき浴を出る被覆ス
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トリップを該コーティングの固化中に該コーティング微細構造中のＭｇ２Ｓｉ粒子の分布
がコーティングの表面領域に少量のＭｇ２Ｓｉ粒子しか存在しないかまたは実質的にＭｇ

２Ｓｉ粒子が存在しないように制御された速度で冷却することを特徴とする、耐食性Ａｌ
－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｍｇ合金のコーティングをスチールストリップ上に生成するための溶融め
っき方法。
【請求項２１】
　該めっき浴を出る被覆ストリップの冷却速度を冷却速度閾値よりも低くなるように選択
する工程を包含する、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　該めっき浴を出る被覆ストリップの冷却速度を、ストリップ表面１ｍ２あたりの片側の
コーティング質量７５グラム以下に対して８０℃／秒未満になるように選択する工程を包
含する、請求項２０または請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　該めっき浴を出る被覆ストリップの冷却速度をストリップ表面１ｍ２あたりの片側のコ
ーティング質量７５～１００グラムに対して５０℃／秒未満になるように選択する工程を
包含する、請求項２０～２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　該めっき浴を出る被覆ストリップの冷却速度を少なくとも１１℃／秒になるように選択
する工程を包含する、請求項２０～２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　Ａｌ、Ｚｎ、Ｓｉ、およびＭｇおよび任意に別の元素を含む溶融めっき浴にスチールス
トリップを通し、コーティング微細構造中のＭｇ２Ｓｉ粒子の分布がコーティングの表面
領域に少量のＭｇ２Ｓｉ粒子しか存在しないかまたは実質的にＭｇ２Ｓｉ粒子が存在しな
いようにコーティングの厚さの変化微小で該ストリップ上に合金コーティングを生成する
ことを特徴とする、耐食性Ａｌ－Ｚｎ－Ｓｉ－Ｍｇ合金のコーティングをスチールストリ
ップ上に生成するための溶融めっき方法。
【請求項２６】
　該コーティングの任意の直径５ｍｍのセクションにおける該コーティングの厚さの変化
が４０％以下である、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　該コーティングの任意の直径５ｍｍのセクションにおける該コーティングの厚さの変化
が３０％以下である、請求項２５または請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　めっき浴を出る被覆ストリップの固化中の冷却速度が冷却速度閾値未満になるように選
択する工程を包含する、請求項２５～２７のいずれか一項に記載の方法。
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